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Exercice 1 : (05 pts) Ca—3¢ T

Soient trois charges ponctuelles gq,2g,—3q (avec q>

0) respectivement aux sommets 4, B,C d’un triangle équilatéral .
de coté a. :

1. Représenter le champ électrique créé par chacune des
charges au point M milieu de AB.

2. Déterminer le champ électrique total au point M ainsi que
le potentiel. A M B

3. Déterminer la force exercée sur chacune des charges. q 2q

Exercice 2 : (04 pts) yA

Considérons un fil non conducteur, sous forme d’un demi-cercle

de rayon R, chargé uniformément avec une densité linéique A . { .

positive (voir figure ci-contre). ;

+ 0 o

Déterminer le champ électrique et le potentiel créés par %
le fil au point 0.

Exercice 3 : (05 pts)

Soit une distribution volumigue uniforme de densité p > 0 entre

deux plans infinis (P; et P,) parallzles et distants de 2d (voir figure

ci-contre).

1. En utilisant le théoréme de Gauss, déterminer le champ 2
électrique en tout point de I'espace (distinguer les régions =5
x| < detl|x]| >d).

2. Déterminer le potentiel en tout point de l'espace en
supposant V{x = 0) = 0.

Exercice 4 : (04 pts)
Soit association de condensateurs ci-contre. C
On donne C; = C3 = C4 = C; avec ; = 4y/F. ¢

1. Calculer la capacité équivalente C,,. : | I__ __i IC"_.

2. Silon applique entre A et Buneddp Vy—Vz = A Cs B
100V, calculer la charge et la ddp aux bornes de
chaque condensateur.

Exercice 5 : (02 pts) p Ry

On considére trois résistances R, =300, R, =700 et

R; = 100 Q etun générateur de f.e.m e = 50V.

On monte les résistances et la f.e.m comme le montre la —_— & i
figure ci-contre. | : i

1. Démontrer que le courant débité par le générateur
estde 1 A. B

2. Calculerladdp V, — V3.
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Exercice 1: f
1. Voir schema ci-contre.
2. Champ electrlque total au point M et le potentiel

Ey = Es(M) + Eg(M) + Ec(M) (0, FLE
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E,(M) = m‘g Uy, Uy =1
: = A zq @f(}.
oﬁ?\; EaM) = Kontly, Ty =i o
= ( 3Q)—b — = 4
Ec(M) B Kwuc, uc\/=— =i q
\ a 3
AM—-BM—E, CM—(;L2 -
E'M = K= (-1+]) e
K(2q) | K(- 39) 6Kq
Vb= 4 aw) V(M) =—2 (
=t ot O O
3. Force exercée sur chacune des charges. _
F(4) = Fp(4) + Fc(4) L
= 2
Ba=kdg, g,=-1
q (=39, U . o

F-(A) =K = U, = —sin307 — cos30;j
F(B) = Fa(B) + Fc(B)
= s q zq — — =
FA(B) =2 7 Uz =1 5 é’r?'aj
2 2q) (-3 = 3 !
Fe(B) = K(Q)a(—zq)ﬁ‘}, U, = sin307 — cos30j =
F(C) = FA(C) + F(C)

3 — - . -
E,(C) = K@ﬁs, Us = cos607 + sin60] ) e,
= 3 — - = &, I ;.
Fz(C) = KMEG, Ug = —c0os601 + sin60j] -
Exercice 2 : q “J{
OnadE = Kiqﬁ’

: 1
dq = Rali= gy @ dl,dg

Par raison de symétrie, le champ total en O est suivant I'axe OY/@ 1
E(0) = E,j L

=
V3

el

E, = [ dE, = — [ dEsin8

@ = KAdQ , 2K
y sm BT

R

2{(,1 1

= (& F v

Kd J 'L/
OnadV=Tq=K}Ld6

22 1
! % =f KAd8 =Kin (&, ()
/ 0 LA
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Exercice 3 : §

1. Calcul du champ électrique :
A cause de la symétrie : E=E)T @
Surface de Gauss : cylindre (voir schéma) ou cube.

& =[5 EdS + [[; EdS+0

A cause de la symétrie : @ = 2ES
ZQint

Théoréme de Gauss : @ =

2. Potentiel. —
dv = —E.d? V=—f§.d?=-—fde @
I i
el < d A =——+cste @

Vi(x=0)=0, cste=0 V1=-—-—

x> V2=—p—-x+cste "L,‘\’

e e s B -
Vi(x_d)—Vz(x—-d), cste = v v, =5 (d — 2x) @

0
pd =
_ e V3=-£—x+cste o >
: .
42 d &
Vy(x = —d) = Vy(x =—d), cste= ‘;— Vs = %—(d + 2x) @
» ’

Exercice4: U\
1. Lacapacite équivalente Ceq: C2.Q2

Tt 1 G l t
C_e; = .C_+ Cz+Cs + @ Cog = 4 1#@ G, Qs il 5 C00s
c
: ayzgumwmone O I e
Q1= Q4= Qcqg=100uC (©)) | ]
G =
Va—Ve= C, = 25V @

V—VB—%_SOV 5/

V= (V= Vo) + Ve = V) + (Vo — Va) @

VC = VD - 25V 'a] "CA j

Qz = (Ve — Vp) = 50uC @

0= G-V =50C @)

Exercnce 5: A
- 0) =500
Req R1+R2
e—Rqu,@ I—Ee—q—lA —%:—e A
3. V=V =1e=500. @

o]



